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Dim.
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
A 1.75 0.068
al 0.1 0.25 0.004 0.010
a2 1.65 0.065
a3 0.65 0.85 0.026 0.033
b 0.35 0.48 0.014 0.019
b1 0.19 0.25 0.007 0.010
& 0.25 0.5 0.010 0.020
¢l 457 (typ.)
D 48 5.0 0.189 0.197
E 5.8 5.2 0.228 0.244
e 1.27 0.050
83 3.81 0.150
F 3.8 4.0 0.150 0.157
L 0.4 1.27 0.016 0.050
M 0.6 0.024
S 8% (max.)
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